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Име и презиме: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Бр. индекса: . . . . . . . . . . . . .

1.|1 Одредити броj неисправних пелета димензиjе 1.5×1.25mm2 ако се користи подлога пречника
200mm. Параметри процеса су NDEF = 0.15def/cm2 i α = 0.25. Познато jе CD = CP/(NDPD),
K = πd/

√
2SD i PD = (1 +NDEFSD/α)

−α где jе SD површина пелета и d пречник подлоге.

SD = w × h = 1.875mm2 (0.1) SP = π (d/2)2 = 314.159cm2 (0.1) K = 325 (0.2)
ND = SP/SD − K = 16430 (0.2) PD = 99.72% (0.2) MD = PDND = 16384 (0.1)

∆ND = ND −MD = 46 (0.1)

2.|1 DRC правила деле се на?

Унутрашња (IntRA-layer) и спољашња (IntER-layer).

3.|1 Технолошки процес нуди NMOS FET транзистор са номиналним напоном прага од VTH0 =

0.43V. Одредити релативну промену напона парага ако jе потенциjал сорса за 0.5V ве-
ћи од напона основе (балка). Познато jе |ΦF | = 0.3V, γ = 0.35

√
V и VTH = VTH0 + γ ·(√

2 |ΦF |+ VSB −
√

2 |ΦF |
)
.

VTH = 0.526V (0.5), δVTH
= |1− VTH/VTH0| = 0.223 (22.32%) (0.5)

4.|1 Скицирати промену капацитивности CGC , CGCS, CGCD и CGCB у зависности од напона дреjн-
сорс у опсегу [0, Vov], при константном напону геjт-сорс. Претпоставити, VGS > VTH .
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5.|1 За металну траку димензиjа H = 1µm и W = 0.6µm постављену на оксид дебљине tdi = 2µm
одредити укупну подужну капацитивност. Познато jе εdi = 34.53 × 10−12F/m, C ′

fringe =
2πεdi/ ln (tdi/H) и w = W −H/2.

w = W − H/2 = 100.000nm, C ′
pp = wεdi/tdi = 1.727pF/m, C ′

fringe = 313.010pF/m, C ′ =
C ′

pp + C ′
fringe = 314.737pF/m

6.|1 За моделовање дугих веза на чипу при високим фреквенциjама погодан jе,

□ Lumped-C □ Lumped-RC или ⊠ Distributed модел.
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7.|1 За коло са слике 1 применом Елморове фор-
муле проценити веременске константе од чво-
ра A до чвора B (τAB), и до чвора C (τAC) .

τAB = C1R1 + C2(R1 +R2) + C3(R1 +R2 +R3)

+ (C4 + C5 + C6)(R1 +R2)

τAC = C1R1 + (C2 + C3 + C4 + C5)(R1 +R2)

+ C6(R1 +R2 +R6)
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Слика 1

8.|1 На слици 2 дата jе VTC инвертора. Одреди-
ти маргине шума.

NMH = VOH − VIH = 1.625V − 1.375V =
0.25V (0.5)

NML = VIL − VOL = 0.875V − 0.25V =
0.625V (0.5)
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Слика 2

9.|1 Одредити релативне димензиjе геjтова a и b
са слике 3 тако да кашњење дуж критичне
путање од чвора А до чвора B буде мини-
мално. Капацитивност оптерећења CL jе 45
пута већа од улазне капацитивности jединич-
ног инвертора. Релативни однос димензиjа
PMOS и NMOS транзистора jединичног ин-
вертора jе 2/1.
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F =
CL

1
= 45 (0.1), G =

∏3
i=1 gi = 1×5/3×4/3 (3×0.05), B =

∏3
i=1 bi = 2×2×1 (3×0.05),

H = FGB = 400.000 (0.1), hi = fi × gi = H1/3 = 7.368 (0.1),

h1 = g1f1 = 1× 2a

1
⇒ a = 3.684 (0.2) , h2 = g2f2 = 5/3× 2b

a
⇒ b = 8.143 (0.2)

10.|1 Нацртати електричну шему на транзистор-
ском нивоу коjом се имплементира логич-
ка функциjа, Y = (A+B) · (C +D), и ди-
мензионисати транзисторе по критериjуму
tpHL ≈ tpLH . Релативни однос димензиjа
PMOS и NMOS транзистора jединичног ин-
вертора jе 3/1. Одредити параметар, p, и
логичку ефикасност, g, у моделу кашњења.
tp = tp0 (p+ gf/γ).
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